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de i. Típicas condições de deposição: separação catodo - substrato 4,5 cm; tensão no catodo 3000 

pressão 75 (10 Pa); densidade de corrente 1 mA/cm2
; taxa de deposição 36 nm/min. 
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Fontes que operam com campos elétricos e magnétkos combinados, 
As trajetórias dos elétrons no campo cruzado Ex B são esquematizadas na figura. 

B 

MAGNETICFIElO 

4, 

'viAGNETI e mu 
(!} UPWARDS 

~'1 -E X B ---- ELECTRON 

B 

fáJ!s 
friJ;Jv~ I~"\ \'\ 

o ·~ 1\1 
~ vl 

in 

STARTING 
A1 REST 



Uma fonte rica e outra retangular exem ificam magnetrons planares. lmãs permanentes de a campo 
compõem o curcuito magnético da fonte 



Um de plasma de alta intensidade é localizado na região próxima ao onde existe um campo 
magnético mais intenso. 

Como é de se esperar, existe maior erosão do alvo nas reglões onde a densidade iôníca do plasma é maior. 
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fonte 5-Gun 

Seção de corte detalhada de uma fonte S-Gun e corte esquemático da fonte mostra 
plasma. 

Removobie Píosmo 
Confhement Shfeld 

i 

! 

l. Cross-section víew of 

'Z 

Ano de 

Cavíty 

12.5 cm 

FlEL~ 

RlfiG 

4NODE 

C!ll 

Woter 

Annulor 
Mognet 

1 

Varian 

CAThODE 

B and 

a seção do anel de 



DE 

Devido à distribuição .da deposição do füme, um grande numero de pequenos objetos colocados no 
porta substrato podem ser recobertos simultaneamente. 

. . 
O campo magnético é gerado por um solenoide interior ao alvo, 



E A 
L Tensão 
Para tensões abaixo de 5 tipicamente, a taxa de deposição cresce monotonicamente com a tensão. 

aqui para Ar como gás de sputtering}. 
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2. Pressão do Gás. 
Para pressões de argônio no inervalo de dezenas de mTorr, a taxa de deposição e a corrente no plasma 
dependem linearmente da pressão. 
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3, Dependência na substrato 
A taxa de deposição, para uma mesma tensão de polarização do substrato, é fortemente influenciada pela 
temperatura do substrato. 
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na fase gasosa 
distintos respondem, conforme o gás de impureza,. pela a redução da taxa de deposíção. 

Parte da corrente de sputtering é gasta na ionização de H2 e He que não contribuem para sputterlng 
(baixísismos 

Considere-se, separadamente, taxas de ejeção do alvo de oxigênio1 e de Si, R51 • Como oxigênio é 
ejetado preferencialmente ao Si, R0 > Rsí· Com o aumento da pressão pardal de 0 2--, aumenta a 
reposição de oxigênio no alvo, aumentando ainda mais a diferença entre R0 e Rs; e, consequentemente, 
a redução da taxa de deposição. 
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